
Verwendung: Sili „Niederfrequenz- ss n 

NF-SM%N und für - 
Schaltbetrieb bei 
da von —40 °C bis +125°C 

— —— — — 

Standard: TGL 200-8290 

Abmessungen: Bauform B 3/250, TGL 11811 
Masse= 1g 

Zulässige Höchstwerte für a = 45 °C 

-UCgo — 66 V I = 80 mA 

“Umo) = .33 V 1E —300 mA 

_grd 
Wärmewiderstand - Rın = 0,42 mW 

Keonnwerte für 0a = 25°C -5 grd 

Min. Typ | Max. Meßbedingungen 
} | 

Restströme 

„Iceo | |01uA |.Uce= 6V 
-lc1‘o l | 2ypA | -Ucg = 65 V 

Ucu-6V IC = ‘IIIA 

|2 +Ucg = 1 V, -Ic = 50 mA 

Basis-Emitier-Spannung ; 

-UBe 550 mV | 560 mV | 650 mV | -Uce = 6 V, -Ic = 1 mA 
Uße 09V |11V |15V |-Uce=1V, Jc = 50 mA 

Restspannung 

-UCErest. | |10V |12V | Ig = 50 mA 

Sättigungsspannung 

„UCEsat |9,4V | -Ic= 50 mA, -IB = 25 mA 

Grenzfrequenz 

fraıp — |0,3 MHz| 1,0 MHz| -Uc8 = 6 V, -Ic = 1 mA 

hite 10200 0,4k0 |0,9k0 | -Uce = 6 V, -Ic = 1 mA, f = 1.kHz 
hıze 19-104 |1,6.104 | 6.10-4 | 
hzie 8 12 20 

haze 1018 | 20 | 50 S 



j Min, . Typ | Mox.  Meßbedingungen 

Basisbahnwiderstand 

b |son yn |500Q |-Uce = 6 V, -Ic =11'mA, f = 5 MHz 

Kollektorkapazität z 

E 20pF |26pF |50pF |-Uce =6 V,-Ic = 1 mA, f = 5 MHz 

Rauschmaß 

E 6dB |15dB |-Uce=6 V, .Ic = 0,5 mA, f = 1,2 kHz 

Schaltzeitkonstanten 

'] ]] 1,2 ps 14us | -UCe =6 V ... -UCEgrost, IC = -ICER ... 

Ts 1,51s 23us 2848 „UCgsat, -Ic = 50 mA 
fr 2,1p5 |254s | 308 | -Ucg = 6 V ... -UCErogt, IC = -ICER ... 
ts |1,6u8 |2,6u8 |a.1‚u „UCEsat, -IC = 50 mA 

Bostellbeispiel für einen Transistor Transistor SS 102 — TGL 200-8290 

* nur für Ersotzbedarf 

"4cBo * 1 ( 
"Uc8 *0V VCEo - 160 

"UCg * 8V 

10° 

’ 

E .' 10” 

ı e | 
07 VE 

- < 
—— „I * 

r S 
F _l' 4 z ® 5 , 

S 25 75 25 CC Bn 



M n 

SS 102




